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博士論文題目  コドーピング法を用いたパワーデバイス向け低抵抗 n型 4H-SiC単結晶
の研究 
   
 
本研究では SiCパワーデバイスの性能向上のために、従来デバイス利用が難しかった低抵抗領域の 10 mΩcm
以下のパワーデバイス向け低抵抗 n 型 4H-SiC 単結晶の作製と、作製した低抵抗結晶の評価を本研究の目的
とする。本論文は以下 7章からなる。 
 第 1章では研究背景と SiCの特性、結晶成長方法と SiCデバイスの概要、および高濃度ドープ結晶におけ
る積層欠陥形成の先行研究についてまとめ、本研究の目的を述べた。 






ングおよび N-Al コドーピングによって 2–4 mJ/m2程度、4H と積層欠陥の自由エネルギー差が減少してい
る(同じ自由電子濃度の場合)と推測され、この自由エネルギー差の減少がコドーピングの積層欠陥抑制効果
の起源であると推察された。 










エピ成長プロセスにおける積層欠陥形成は低抵抗 N-Al コドープバルク基板では起こらず、N-Al コドープ結
晶は結晶成長後の高温プロセスにおいても積層欠陥形成の耐性があることを見出した。 
 第 7章は総括であり、本研究の総括と今後の課題および展望についてまとめた。 
